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(57) Abstract: The invention relates to a method for preparing a thin layer (3) of ferroelectric material, the method comprising a step
of providing the thin layer (3), the thin layer (3) having a first free face (8) exposed. The method also comprises a step of thinning by
ion etching, which step is defined by etching parameters. According to the invention, the etching parameters are chosen so that the free
face (8) of the thin layer (3) has a roughness that does not exceed a threshold value on completion of the thinning step.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de préparation d'une couche mince (3) en matériau ferroélectrique, le procédé compre-
nant une étape de fourniture de la couche mince (3), la couche mince (3) exposant une premiere face libre (8). Le procédé comprend
également une étape d'amincissement par gravure ionique, et définie par des parameétres de gravure. Selon l'invention les parameétres de
gravure sont choisis pour que la face libre (8) de la couche mince (3) présente une rugosité qui n'excéde pas une valeur seuil a l'issue

de I'étape d'amincissement.
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